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FIB 装置を用いて数十 keV の Ga＋を Si 基板表面に照射した際アモルファス化により KOH 溶液

によるエッチング耐性を示すことが知られている[1]．しかしながら，FIB による Ga＋照射を利用し

た場合には，微小範囲のアモルファス化にとどまり，広範囲のアモルファス化が困難である．一

方，ECR のプラズマ源から Ar のイオンビームを試料に照射すれば，広範囲の微細パターンのア

モルファス化も可能になり，KOH エッチング用のエッチングマスクとして機能することを報告し

た[2]．今回は XPS(X-ray photoelectron spectroscopy)により Ar イオン照射前後の Si 表面の状態につ

いて解析した結果について報告する． 

Ar＋を 1000 eV で 60 秒間照射した Si 表面および Ar＋照射前の Si 基板表面について XPS（アル

バック・ファイ㈱製：PHI VersaProbe Ⅲ）により測定した．XPS 測定条件は X 線源: Al Kα線(1486.6 

eV), ビーム直径: 100 µm, Si2p 測定範囲 110.00～94.00 eV, 測定間隔-0.03 eV である．Fig.1 に XPS

測定の結果を示す． Ar+照射前の基板表面は Si の 2p 3/2(99 eV)と 2p 1/2(100 eV)のピークが確認で

きたが，Ar+照射後はピークがブロードになり，アモルファスであることが確認できた．さらに

103eV 付近のピーク強度が増大し，ケミカルシフトしている．103 eV 付近はシリカ由来であり， 

Ar+ビーム照射した Si 表面はアモルファス化に加え，酸化している可能性がある． 

これまでに，アモルファス化された Si の KOH

エッチング耐性に関するイオンビーム条件の依

存性を報告したが[2]，当日は KOH 溶液の濃度・

温度依存性についても報告する予定である． 
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Fig.1 XPS spectra of Si surface irradiated with Ar+ 
at 1000eV and without Ar+ irradiation. 
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